C30B

SECCION C — SECCION C — QUIMICA; METALURGIA

C30 CRECIMIENTO DE CRISTALES[3]

C30B CRECIMIENTO DE MONOCRISTALES (por sobrepresion, p. ¢. para la formacion de diamantes B01J3/06);
SOLIDIFICACION UNIDIRECCIONAL DE MATERIALES EUTECTICOS O SEPARACION UNIDIRECCIONAL DE
MATERIALES EUTECTOIDES; AFINAMIENTO DE MATERIALES POR FUSION DE ZONA (afinamiento por fusién de
zona de metales o aeaciones C22B); PRODUCCION DE MATERIALES POLICRISTALINOS HOMOGENEOS DE
ESTRUCTURA DETERMINADA (colada de metales, colada de otras sustancias por los mismos procedimientos o aparatos
B22D; trabgjo de materias pléasticas B29; modificacion de la estructura fisica de metales o aeaciones C21D, C22F);
MONOCRISTALES O MATERIALES POLICRISTALINOS HOMOGENEOS DE ESTRUCTURA DETERMINADA,;
TRATAMIENTO POSTERIOR DE MONOCRISTALES O DE MATERIALES POLICRISTALINOS HOMOGENEQOS DE
ESTRUCTURA DETERMINADA (para la fabricacion de dispositivos semiconductores o de sus partes constitutivas HO1L);

APARATOS PARA ESTOSEFECTOS([3]

Nota(s) [3, 5, 2012.01]

Q) En la presente subclase, |as expresiones siguientes tiene €l significado abajo indicado:
"monocristal" comprende tambien las maclas y |os productos de predominancia monocristaling;
- "material policristalino homogéneo" designa un material de particulas cristalinas todas las cual es tienen la misma composicion

quimica;

- "estructuradeterminada’ designala estructurade un material con particulas orientadas de forma preferencial o que tienen

dimensiones superiores a las normalmente obtenidas.

2 En esta subclase, se aplicalaclasificacion mlltiple, de formaque s €l objeto de lainvencidn se caracteriza por aspectos cubiertos
por mas de uno de estos grupos, debe clasificarse en cada uno de esos grupos.

(©)] En la presente subclase:

- lasinvenciones relativas ala preparacion de monocristales o de materias policristalinos homogéneos de estructura determinada,
de composicion o de formas particulares estan clasificadas en el grupo relativo al proceso asi como en el grupo C30B 29/00;

- Uun aparato especialmente adaptado a un proceso especifico esta clasificado en €l grupo apropiado parael proceso. Un aparato
que puede ser utilizado para varios procesos esté clasificado en el grupo C30B 35/00 .
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Crecimiento de monocristales a partir de solidos o de geles[3]

1/00 Crecimiento de monocristalesa partir del estado
sélido (separacion unidireccional de materiales
eutectoides C30B 3/00; bajo un fluido protector
C30B 27/00) [3, 2006.01]

1/02 . por tratamiento térmico, p. g. recocido bajo
contraccién (C30B 1/12 tiene prioridad) [3, 2006.01]
1/04 . . Recristalizacion isotérmica[3, 2006.01]
1/06 . . Recristaizacion en un gradiente de
temperatura [3, 2006.01]
1/08 . . . Recristalizacion por zona[3, 2006.01]
1/10 . por reaccion en estado solido o difusién
multifase [3, 2006.01]
1/12 . por tratamiento bajo presion durante el

crecimiento [3, 2006.01]
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3/00  Separacion unidireccional de materiales
eutectoides [3, 2006.01]

5/00 Crecimiento de monocristales a partir de geles (bajo
un fluido protector C30B 27/00) [3, 2006.01]
5/02 . conadicion de un material de dopado [3, 2006.01]

Crecimiento de monocristales a partir deliquidos;

Solidificaciéon unidireccional de materiales eutécticos[3]
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7/00

7/02
7/04
7/06
7/08
7/10

7112
7114

9/00

9/02
9/04
9/06
9/08
9/10
9/12

9/14
11/00

11/02

11/04

11/06

11/08

11/10

11/12

11/14

13/00

13/02

13/04

Crecimiento de monocristales a partir de soluciones
utilizando solventes liquidos a temper atura
ordinaria, p. €. a partir de soluciones acuosas (a
partir de solventes fundidos C30B 9/00; por simple
solidificacion o en un gradiente de temperatura
C30B 11/00; bajo un fluido protector
C30B 27/00) [3, 2006.01]
por evaporacioén del solvente [3, 2006.01]
utilizando solventes acuosos [3, 2006.01]
utilizando solventes no acuosos [ 3, 2006.01]
por enfriamiento de la solucién [3, 2006.01]
por aplicacion de presion, p. €. procesos
hidrotérmicos [3, 2006.01]
por electrolisis[3, 2006.01]
produciéndose €l material a cristalizar en la solucion
por reacciones quimicas [3, 2006.01]

Crecimiento de monocristales a partir de bafios
fundidos utilizando solventes fundidos (por smple
solidificacion o en un gradiente de temperatura
C30B 11/00; por fusién de zona C30B 13/00; por
estirado del cristal C30B 15/00; sobre un germen
cristalino sumergido C30B 17/00; por crecimiento
epitaxial apartir de lafase liquida C30B 19/00; bajo un
fluido protector C30B 27/00) [3, 2006.01]
por evaporacion del solvente fundido [3, 2006.01]
por enfriamiento del bafio [3, 2006.01]
utilizando uno de los constituyentes del cristal
solvente [3, 2006.01]
utilizando otros solventes [3, 2006.01]
Solventes metdlicos [3, 2006.01]
Solventes formados por sales, p. g. crecimiento
en un fundente [3, 2006.01]
por electrolisis[3, 2006.01]

Crecimiento de monocristales por simple
solidificacion o en un gradiente de temperatura, p. §.
método de Bridgman-Stockbarger (C30B 13/00,
C30B 15/00, C30B 17/00, C30B 19/00 tienen prioridad;
bajo un fluido protector C30B 27/00) [3, 2006.01]
sin solvente (C30B 11/06 tiene
prioridad) [3, 2006.01]
introduciendo en el bafio fundido el materia a
cristalizar o los reactivos que lo forman in
situ [3, 2006.01]
afadiendo a menos un congtituyente del cristal,
pero no todos [3, 2006.01]
afadiendo todos |os constituyentes del cristal
durante la cristalizacion [3, 2006.01]
Constituyentes solidos o liquidos, p. €. método
de Verneuil [3, 2006.01]
Constituyentes gaseosos, p. €. crecimiento
vapor-liquido-sdlido [3, 2006.01]
caracterizado por €l germen, p. g. por su orientacion
cristalogréfica[3, 2006.01]

Crecimiento de monocristales por fusion de zong;
Afinado por fusion de zona (C30B 17/00 tiene
prioridad; por cambio de la seccion transversal del
solido tratado C30B 15/00; bajo un fluido protector
C30B 27/00; crecimiento de materiales policristalinos
homogéneos de estructura determinada C30B 28/00;
afinado por fusién de zona de materiales especificos, ver
las subclases apropiadas para estos
materiales) [3, 5, 2006.01]
Fusion de zona con ayuda de un solvente, p. §.
proceso por desplazamiento del solvente [3, 2006.01]
Homogeneizacion por nivelado de zona [3, 2006.01]

13/06
13/08
13/10
13/12
13/14
13/16
13/18
13/20
13/22
13/24
13/26

13/28
13/30

13/32

13/34

15/00

15/02

15/04
15/06
15/08
15/10

15/12
15/14

15/16

15/18

15/20

15/22

15/24

15/26

15/28

no extendiéndose la zona fundida a toda la seccién

transversal [3, 2006.01]

introduciendo en lazona fundida el material a

cristalizar o los reactivos que lo forman in

situ [3, 2006.01]
afadiendo un material de dopado [3, 2006.01]

en estado gas o vapor [3, 2006.01]

Crisoles o recipientes [3, 2006.01]

Calentamiento de la zona fundida [3, 2006.01]
estando el elemento calefactor en contacto con, o
sumergido en, la zona fundida[3, 2006.01]
por induccién, p. €. técnicadel alambre caliente
(C30B 13/18 tiene prioridad) [3, 2006.01]
por irradiacion o por descarga
eléctrica[3, 2006.01]

utilizando radiaciones
electromagnéticas [3, 2006.01]

Agitacién de la zona fundida [3, 2006.01]

Control o regulacién [3, 2006.01]

Estabilizacion, o control de laforma, de lazonade
fusion, p. g. por concentradores, por campos
electromagnéticos; Control de la seccién de

cristal [3, 2006.01]

M ecanismos para desplazar o bien lacarga, o bien el

dispositivo de calefaccién [3, 2006.01]

caracterizado por €l germen, p. g. por su orientacion

cristalogréfica[3, 2006.01]

Crecimiento de monocristales por estirado fuera de
un bafio fundido, p. €. método de Czochralski (bajo
un fluido protector C30B 27/00) [3, 2006.01]
introduciendo en el material fundido el material a
cristalizar o los reactivos que lo forman in
situ [3, 2006.01]
afadiendo un material de dopado, p. €. para una
unién n—p [3, 2006.01]
Estirado no vertical [3, 2006.01]
Estirado hacia abajo [3, 2006.01]
Crisoles o recipientes para sostener el bafio
fundido [3, 2006.01]

Métodos que utilizan un crisol doble [3, 2006.01]
Calentamiento del bafio fundido o del material
cristalizado [3, 2006.01]

por irradiacion o por descarga

eléctrica[3, 2006.01]

utilizando una calefaccion directa por resistencia

ademas de otros medios de calefaccion, p. g.

utilizando la calefaccion por efecto

Peltier [3, 2006.01]

Control o regulacién (control o regulacién en general
GO05) [3, 2006.01]

Estabilizacién, o control de laforma, delazona

fundida proximaal cristal estirado; Control dela

seccion del cristal [3, 2006.01]

utilizando medios mecanicos, p. §. guias de
formacion (matrices de formacion para el
crecimiento de cristales por alimentacion del
lecho con control de superficie

C30B 15/34) [3, 2006.01]

utilizando detectores de television; utilizando
detectores fotogréficos o de rayos

X [3, 2006.01]

utilizando el cambio de peso del cristal o del
bafio fundido, p. €. por métodos de
flotacion [3, 2006.01]
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15/30

15/32
15/34

15/36

17/00

19/00

19/02

19/04

19/06

19/08

19/10

19/12

21/00

21/02

21/04
21/06

M ecanismos para hacer girar o para desplazar bien €l
bafio fundido, bien el cristal (métodos de flotacion
C30B 15/28) [3, 2006.01]

Portagérmenes, p. €. mandriles [3, 2006.01]
Crecimiento de cristales por alimentacion del lecho
con control de superficie utilizando matrices de
formacion o grietas de conduccion [3, 2006.01]
caracterizada por € germen, p. €. por su orientacion
cristalogréfica[3, 2006.01]

Crecimiento de monocristales sobre un germen que
gueda en € bafio fundido durante el crecimiento, p.
€. método de Nacken-Kyropoulos (C30B 15/00 tiene
prioridad) [3, 2006.01]

Crecimiento de un lecho epitaxial a partir delafase
liquida [3, 2006.01]
utilizando solventes fundidos, p. €.
fundentes [3, 2006.01]
siendo el solvente un constituyente del
cristal [3, 2006.01]
Camaras de reaccion; navecillas para bafio fundido;
Portasustrato [3, 2006.01]
Calentamiento de la camara de reaccion o del
sustrato [3, 2006.01]
Control o regulacién (control o regulacion en general
GO05) [3, 2006.01]
caracterizada por el sustrato [3, 2006.01]

Solidificacién unidireccional de materiales
eutécticos[3, 2006.01]
por simple colada o por solidificacion en un gradiente
de temperatura [3, 2006.01]
por fusién de zona[3, 2006.01]
por estirado a partir de un bario fundido [3, 2006.01]

Crecimiento de monocristales a partir de vapores[3]

23/00

23/02
23/04

23/06

23/08

25/00

25/02

25/04

25/06
25/08

25/10

25/12

25/14

25/16

25/18
25/20

Crecimiento de monocristales por condensacion de
un material evaporado o sublimado [3, 2006.01]
Crecimiento de un lecho epitaxial [3, 2006.01]

Depbsito segiin una configuracién determinada, p.
g . utilizando mascarillas[3, 2006.01]
Calentamiento del recinto de depdsito, del sustrato
0 del material aevaporar [3, 2006.01]
por condensacion de vapores ionizados (por
pulverizacién reactiva C30B 25/06) [3, 2006.01]

Crecimiento de monocristales por reaccion quimica
de gases reactivos, p. g. crecimiento por depdsito
quimico en fase vapor [3, 2006.01]
Crecimiento de un lecho epitaxial [3, 2006.01]
Depdsito segun una configuracion determinada, p.
§. utilizando mascarillas [3, 2006.01]
por pulverizacion reactiva[3, 2006.01]
Recintos de reaccion; Empleo de un material
especifico para este fin [3, 2006.01]
Calentamiento del recinto de reaccion o del
sustrato [3, 2006.01]
Portasustrato o soportes [3, 2006.01]
Medios de introduccidn y evacuacion de gases;
Modificacion de la corriente de gases
reactivos [ 3, 2006.01]
Control o regulacion (control o regulacién en
general G05) [3, 2006.01]
caracterizado por € sustrato [3, 2006.01]
siendo €l sustrato del mismo materia que e
lecho epitaxial [3, 2006.01]
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25/22 Procesos en los cuales el crecimiento interviene
sobre |as dos caras [3, 2006.01]

27/00  Crecimiento de monocristales bajo un fluido
protector [3, 2006.01]

27/02 por estirado a partir de un bafio fundido [3, 2006.01]

28/00  Produccion de materiales policristalinos homogéneos
de estructura determinada [5, 2006.01]

28/02 directamente a partir del estado sdlido [5, 2006.01]

28/04 apartir de liquidos [5, 2006.01]

28/06 por solidificacion simple o en un gradiente de

temperatura [5, 2006.01]
28/08 por fusién de zona[5, 2006.01]
28/10 por retirado a partir de un bafio
fundido [5, 2006.01]
28/12 directamente a partir del estado gaseoso [5, 2006.01]
28/14 por reaccién quimica de gases
reactivos [5, 2006.01]

29/00 Monocristales o materiales palicristalinos
homogéneos de estructura determinada
caracterizados por los materiales o por su
forma[3, 5, 2006.01]

Nota(s) [3, 2010.01]

@ En los grupos C30B 29/02-C30B 29/54, se aplicala
regladel Ultimo lugar, es decir en cada nivel jerarquico,
salvo que seindique lo contrario, un material se clasifica
en €l ultimo lugar apropiado.

2 Es importante tener en cuentala Nota (3) tras el titulo de
laseccion C, queindicaa qué version del Sistema
periédico de los Elementos se refiere [laCIP. En este
grupo, €l Sistema Periddico utilizado es el sistemade 8
grupos indicados por nimeros romanos en la Tabla
Periddica

29/02 Elementos [3, 2006.01]

29/04 Diamante [3, 2006.01]

29/06 Silicio [3, 2006.01]

29/08 Germanio [3, 2006.01]

29/10 Compuestos inorganicos 0 composiciones

inorganicas [3, 2006.01]
29/12 Haluros [3, 2006.01]
29/14 Fosfatos [3, 2006.01]
29/16 Oxidos [3, 2006.01]
29/18 Cuarzo [3, 2006.01]
29/20 Oxidos de aluminio [3, 2006.01]
29/22 Oxidos complejos [3, 2006.01]
29/24 de féormula AMeOg, enlacua A esun
metal delastierrasrarasy MeesFe, Ga,
Sc, Cr,Co,0Al p. g.
ortoferritas [3, 2006.01]

29/26 de formulaBMe,Oy,, enlacua B esMg,
Ni, Co, Al, Zn o Cdy MeesFe, Ga, Sc,
Cr, Co oAl [3, 2006.01]

29/28 deférmula AzMes015, enlacual A esun
metal delastierrasrarasy MeesFe, Ga,
Sc, Cr, Co oAl p. &.
granates [3, 2006.01]

29/30 Niobatos; Vanadatos; Tantalatos [3, 2006.01]

29/32 Titanatos, Germanatos, Molibdatos;
Tungstatos [3, 2006.01]

29/34 Silicatos [3, 2006.01]
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29/36
29/38
29/40
29/42
29/44
29/46

29/48
29/50
29/52
29/54
29/56
29/58
29/60
29/62
29/64

29/66

29/68

30/00

Nota(s) [5]

30/02

30/04

30/06

30/08

Carburos [3, 2006.01]
Nitruros [3, 2006.01]
Compuestos A, By [3, 2006.01]

Arseniuro de galio [3, 2006.01]

Fosfuro de galio [3, 2006.01]
Compuestos que contienen azufre, selenio o
teluro [3, 2006.01]

Compuestos A; By, [3, 2006.01]

Sulfuro de cadmio [3, 2006.01]
Aleaciones[3, 2006.01]
Compuestos organicos [3, 2006.01]
Tartratos [3, 2006.01]
Compuestos macromoleculares [3, 2006.01]
caracterizados por laforma[3, 2006.01]
Agujas o limaduras 3, 2006.01]
Crigtaleslisos, p. . placas, bandas o
discos [5, 2006.01]
Cristales de forma geométrica compleja, p. §.
tubos, cilindros [5, 2006.01]
Cristales de estructura laminar, p. €. redes
superpuestas [5, 2006.01]

Produccion de monocristales o materiales
policristalinos homogéneos de estructura
determinada, caracterizado por la acciéon de campos
eléctricos 0 magnéticos, de energia ondulatoria o de
otras condiciones fisicas especificas [5, 2006.01]

Cuando se clasifique en este grupo, se clasificatambién
de acuerdo con el procedimiento de crecimiento
cristalino en los grupos apropiados C30B 1/00-

C30B 28/00

mediante utilizacién de campos eléctricos, p. §.
electrolisis [5, 2006.01]

mediante utilizacién de campos

magnéticos [5, 2006.01]

mediante utilizacion de vibraciones

mecanicas [5, 2006.01]

en condiciones de gravedad nula o
microgravedad [5, 2006.01]

Tratamiento posterior de monocristales o de materiales

policristalinos homogéneos de estructura determinada [3, 5]

31/00  Procesos dedifusién o de dopado de monocristales o
de materiales policristalinos homogéneos de
estructura determinada; Aparatos para estos
efectos[3, 5, 2006.01]

31/02 por contacto con la sustancia de difusién en estado

sdlido 3, 2006.01]
31/04 por contacto con la sustancia de difusién en estado
liquido [3, 2006.01]
31/06 por contacto con la sustancia de difusién en estado
gaseoso (C30B 31/18 tiene prioridad) [3, 2006.01]
31/08 siendo la sustancia de difusion un compuesto de
los elementos adifundir [3, 2006.01]
31/10 Recintos de reaccion; Empleo de un material
especifico paraeste fin [3, 2006.01]

31/12 Calefaccién del recinto de reaccion [3, 2006.01]

31/14 Portasustrato o soportes [3, 2006.01]

31/16 Medios de introduccidn y evacuacion de gases;

Modificacién dela corriente de los
gases [3, 2006.01]
31/18 Control o regulacion [3, 2006.01]
31/20 Dopado por irradiacion por medio de radiaciones
electromagnéticas o por radiacion
corpuscular [3, 2006.01]
31/22 por implantacién deiones[3, 2006.01]
33/00 Tratamiento posterior de monocristaleso de
materiales policristalinos homogéneos de estructura
determinada (C30B 31/00 tiene
prioridad) [3, 5, 2006.01]
33/02 Tratamiento térmico (C30B 33/04, C30B 33/06
tienen prioridad) [5, 2006.01]

33/04 mediante utilizacion de campos eléctricos o
magnéticos o de radiaciones
corpusculares [5, 2006.01]

33/06 Ensamblgje de cristales [5, 2006.01]

33/08 Grabado [5, 2006.01]

33/10 en soluciones o en bhafios fundidos [5, 2006.01]

33/12 en atmésfera gaseosa o en plasma[5, 2006.01]

35/00 Aparatosno previstos en otro lugar, especialmente

adaptados para la g ecucion delos procesos de
crecimiento, produccién o tratamiento posterior de
monocristales 0 de materiales policristalinos
homogéneos de estructura

determinada [3, 5, 2006.01]
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